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１．概要（Summary） 

対象の工程は、３次元実装向け要素技術であるCuメッ

キで下部配線を埋め込む工程である。メッキ後CMPにて

Cu 下部配線を埋め込むが、絶縁膜と Cu の表面段差が

± 0.5 μm以下を実現できた。最小寸法は 5 μmφの円形

パターンと、L&S 5 μmのストライプパターンである。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・両面アライナ露光装置群一式（両面アライナ、スピンコー

タ、オーブン、現像機、乾燥機） 

・Deep RIE 装置#2（住友精密 MUC-21 ASE-SRE、

Si深堀エッチング、4 インチ） 

・芝浦スパッタ装置（芝浦メカトロニクス CFS-4ESII、3 イ

ンチターゲット×3） 

・めっき装置（山本鍍金試験器、Cu 4 インチ） 

 

【実験方法】 

下部配線形成のために Deep RIE にて下層配線パタ

ーンを形成（深さ 10 μm）する。絶縁処理後バリアシードメ

タル（Ti/Cu）成膜する。Cu メッキを行った後、CMP にて

Cu 埋め込み表面の平坦化を行う。絶縁膜と Cu 表面の

段差は± 0.5 μm以下が目標である。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

深さ 10 μmの穴に対して約 1.5倍の厚さの Cu メッキ

を実施した。アスペクト比 2.0にボイドフリーを実現するた

めに添加剤を使用した。 

また、CMPによりバリアシード膜も同時に研磨して、配

線間メタル残の有無を EDXで調査した。 

その結果配線間に Ti，Cu が検出されないことが確認で

きた。 

 

 

Fig. 1 Microscopic image of 5 μmφ and L&S with 

Cu plug 

 

Fig. 2 Surface profile Cu and insulator（Vertical 

axis: 10nm/div） 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 
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